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近年、強誘電性を発現する準安定相二酸化ハフニウム(HfO2)薄膜材料が発見され、非鉛の新し

い蛍石構造強誘電体材料として強誘電体キャパシタ/同ゲートトランジスタなどへの応用が精力

的に研究されている[1,2]。HfO2が強誘電性を示すのは準安定相である orthorhombic 相であり、強

誘電相の安定化のために様々な試みがなされている。その中でも Zr との混晶化である HfxZr1-xO2

は混晶比 x=0.5 付近で強誘電特性が極大化することが知られている。前回の春応物では、ミスト

CVD法による n+-Si(100)基板上へのノンドープHfO2薄膜の作製とその電気的特性について報告し

た[3]。このミスト CVD 法は溶液に原料を混ぜるだけで混晶化やドーピングが可能であるという

利点がある。今回はその利点を活かし、ミスト CVD法を用いて n+-Si(100)基板上に成膜温度 400℃

で 20 nm膜厚の HfxZr1-xO2薄膜を作製し、諸特性の Zr含有量依存性について評価した。 

作製した Zr 含有量の異なるサンプルの内、HfO2、Hf0.55Zr0.45O2、ZrO2の GIXRD 2-スキャン

プロファイルを Fig. 1 に示す。各プロファイルにおいてブロードなピークが観察されており、ま

た、それぞれの組成に応じてピーク位置がシフトしている様子が観察された。これは、それぞれ

の薄膜が微結晶化されていることを示しており、組成の違いが反映されていると考えられる。次

に、電気的特性評価のために、Pt/HZO/n+-Si 積層キャパシタ構造を作製し、P-E 特性を測定した。

その結果、Fig. 2 に示すように、強誘電性を示すヒステリシスループが観察された。P(E=0)の Zr

組成比依存性をプロットしたところ、Fig.3 に示すように Hf0.55Zr0.45O2のときに 2P が最も大きく

なっていた。発表では、より詳細な評価結果について報告する予定である。 
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Fig.1. GIXRD 2−スキャン 
プロファイル 

 
Fig.2. HfO2、Hf0.55Zr0.45O2、ZrO2 

の P-E ヒステリシスループ 

 
Fig.3. 2P(E=0)の Zr組成比依存性 
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